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1．はじめに 

 これまで、我々はペンタセンに対する窒素添

加 LaB6 界面制御層(IL)の効果について報告し

てきた[1]。今回、窒素添加 LaB6 ILによるしき

い値制御を用いたペンタセンの Pseudo-CMOS

について検討したので報告する。 

2．試料作製方法および評価方法 

 Wet 酸 化 に よ り 酸 化 膜 を 形 成 し た

SiO2/Si(100)基板上に、RF スパッタにより RF

出力 20 Wで窒素添加 LaB6 IL 1.2 nmを室温堆

積し、パターニングを行った。次に、ペンタセ

ン 10 nm を基板温度室温、堆積レート 0.3 

nm/min で堆積した。さらに、Auコンタクト電

極(WL/LL = 200 m/300 m、WD/LD = 1500 

m/50 m)を形成した後に、Al電極をパターニ

ングし、窒素添加 LaB6 IL 上の OFET と SiO2

上の OFET を形成し、図 1 に示すような

Pseudo-CMOS を 作 製 し た 。 作 製 し た

Pseudo-CMOS に対して、インバータ特性を評

価した。 

3．実験結果および考察 

 図 2に作製した Pseudo-CMOS のインバータ

特性を示す。入力電圧が小さい場合(-2 V< Vin < 

0 V)、2 つの OFET が off することにより、チ

ャージアップのような挙動が見られた。一方、

入力電圧が大きい場合(-5 V< Vin < -2 V)、イン

バータ特性が得られた。窒素添加 LaB6 ILによ

りペンタセン OFET のしきい値電圧を制御す

ることで、SiO2上に直接形成した OFET が負荷

トランジスタ、窒素添加 LaB6 IL上に形成した

OFET が駆動トランジスタとして動作し、イン

バータ特性を得ることに成功した。 
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図 1 ペンタセン Pseudo-CMOS回路図。 
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図 2 ペンタセンPseudo-CMOSの入出力特性。 
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